云端工作室制作                    Magic繧鍴い

1 材料引言
玻璃
玻璃是由熔体过冷所制得的非晶态材料。

水泥
水泥是指加入适量水后可成塑性浆体，既能在空气中硬化又能在水中硬化，并能够将砂，石等材料牢固地胶结在一起的细粉状水硬性材料。

耐火材料
耐火材料是指耐火度不低于1580摄氏度的无机非金属材料。硅质耐火材料，镁质耐火材料，熔铸耐火材料，轻质耐火材料，不定形耐火材料。

高聚物
高聚物是由一种或几种简单低分子化合物经聚合而组成的分子量很大的化合物。

胶粘剂
胶粘剂是指在常温下处于粘流态，当受到外力作用时，会产生永久变形，外力撤去后又不能恢复原状的高聚物。

合金
合金是由两种或两种以上的金属元素，或金属元素与非金属元素形成的具有金属特性的新物质

固溶体
当合金的晶体结构保持溶质组元的晶体结构时，这种合金成为一次固溶体或端际固溶体，简称固溶体。

电子化合物
电子化合物是指具有一定（或近似一定）的电子浓度值，且结构相同或密切相关的相。

间隙化合物
间隙化合物（或间隙相）是由原子半径较大的过渡金属元素（Fe,Cr,Mn,Mo,W,V等）和原子半径较小的非（准）金属元素（H,B,C,N,Si,等）形成的金属间化合物。

传统无机非金属材料
主要是指由SiO2及其硅酸盐化合物为主要成分制成的材料，包括陶瓷，玻璃，水泥和耐火材料等。

新型无机非金属材料
是用氧化物，氮化物，碳化物，硼化物，硫化物，硅化物以及各种无机非金属化合物经特殊的先进工艺制成的材料。

2 晶体结构

晶体
晶体是离子，原子或分子按一定的空间结构排列所组成的固体，其质点在空间的分布具有周期性和对称性，因而，晶体具有规则的外形。

晶胞
晶胞是从晶体结构中取出来的反应晶体周期性和对称性的重复单元。

晶体结构
晶体结构是指晶体中原子或分子的排列情况，由空间点阵+结构基元而构成，晶体结构的形式是无限多的。

空间点阵
空间点阵是把晶体结构中原子或分子等结构基元抽象为周围环境相同的阵点之后，描述晶体结构的周期性和对称性的图像。

晶面
可将晶体点阵在任何方向上分解为相互平行的节点平面，这样的结点平面成为晶面。

晶面指数
结晶学中经常用（h k l）来表示一组平行晶面，成为晶面指数。

晶面族
在对称性高的晶体（如立方晶系）中，往往有并不平行的两组以上的晶面，它们的原子排列状况是相同的，这些晶面构成一个晶面族。

晶向族
晶体中原子排列周期相同的所有晶向为一个晶向族，用{u v w}表示。

晶带或晶带面
在结晶学中，把同时平行某一晶向[u v w]的所有晶面成为一个晶带（Zone）或晶带面[Plane of a Zone]，该晶向[u v w]成为这个晶带的晶带轴（Zone Axis），一个晶带中任一晶面（h k l）与其晶带轴[u v w]之间的关系满足晶带轴定理：hu+kv+lw=0

离子键
离子键是正，负离子依靠静电库仑力而产生的键合。

共价键
共价键是原子之间通过共用电子对或通过电子云重叠而产生的键合。

金属键
金属键是失去最外层电子（价电子）的原子实和自由电子组成的电子云之间的静电库仑力而产生的键合。

范德华键（分子键）
范德华键（分子键）是通过“分子力”而产生的键合。

氢键
氢键是指氢原子同时与两个电负性很大而原子半径较小的原子（O,F,N等）相结合所形成的键。

晶体的结合能
晶体的结合能Eb定义为：组成晶体的N个原子处于“自由”状态时的总能量EN与晶体处于稳定状态时的总能量E0的差值，即Eb=EN-E0

晶格能
对于离子晶体而言，其晶格能EL定义为：1mol离子晶体中的正负离子，由相互远离的气态结合成离子晶体时所释放出的能量。

空间利用率（原子堆积系数）——晶胞中原子体积与晶胞体积的比值。

孤立态原子半径
从原子核中心到核外电子的几率分布趋向于零的位置间的距离。这个半径亦称为范德华半径。

金属原子半径
相邻两原子面间距离的一半。如果是离子晶体，则定义正，负离子半径之和等于相邻两原子面间的距离。

配位数
一个原子（或离子）周围同种原子（或异号离子）的数目成为原子或离子的配位数，用CN来表示。

离子极化
在离子紧密堆积时，带电荷的离子所产生的电场，必然要对另一个离子的电子云产生吸引或排斥作用，使之发生变形，这种现象称为极化。

哥希密特化学定律
晶体结构取决于其组成基元（原子，离子或离子团）的数量关系，大小关系及极化性能。

同质多晶
这种化学组成相同的物质，在不同的热力学条件下形成结构不同的晶体的现象，成为同质多晶。由此所产生的每一种化学组成相同但结构不同的晶体，成为变体。

类质同晶
化学组成相似或相近的物质，在相同的热流条件下，形成的晶体具有相同的结构，这种现象称为类质同晶现象。

位移性转变
仅仅是结构畸变，转变前后结构差异小，转变时并不打开任何键或改变最邻近的配位数，只是原子的位置发生少许位移，使次级配位有所改变。

重建性转变
不能简单地通过原子位移来实现，转变前后结构差异大，必须破坏原子间的键，形成一个具有新键的结构。

Hume-Rothery规则
如果某非金属元素的原子能以单键与其他原子共价结合形成单质晶体，则每个原子周围共价单键的数目为8减去元素所在周期表的族数（m），即共价单键数目为（8-m）。这个规则亦称为（8-m）规则。

解理
晶体沿某个晶面劈裂的现象称为解理。

热释电性
热释电性是指某些像六方ZnS型的晶体，由于加热使整个晶体温度变化，结果在与该晶体c轴垂直方向的一端出现正电荷，在相反的一端出现负电荷的性质。晶体的热释电性与晶体内部的自发极化有关。

声电效应
通过半导体进行声电相互转换得现象称为声电效应。

反萤石结构
碱金属元素的氧化物R2O、硫化物R2S、硒化物R2Se、碲化物R2Te等A2X型化合物为反萤石结构，它们的正负离子位置刚好与萤石结构中的相反，即碱金属离子占据F-离子的位置，O2-或其他离子占据Ca2+的位置。这种正负离子位置颠倒的结构，叫做反同形体。

电光效应
电光效应是指对晶体施加电场时，晶体的折射率发生变化的效应。

铁电晶体
铁电晶体是指具有自发极化且在外电场作用下具有电滞回线的晶体。

声光效应
声光效应是指光波被声光介质中的超声波所衍射或散射的现象。

正尖晶石和反尖晶石
在尖晶石结构中，如果A离子占据四面体空隙，B离子占据占据八面体空隙，则称为正尖晶石。反之，如果半数的B离子占据四面体空隙，A离子和另外半数的B离子占据八面体空隙，则称为反尖晶石。正尖晶石（A）[B2]O4 反尖晶石（B）[AB]O4

同晶取代
[SiO4]四面体中心的Si4+离子可部分地被Al3+所取代，取代后的结构本身并不发生大的变化，即所谓的同晶取代，但晶体的性质却可以发生很大的变化。

压电效应
某些晶体在机械力作用下发生变形，使晶体内正负电荷中心相对位移而极化，致使晶体两端表面出现符号相反的束缚电荷，其电荷密度与应力成比例。这种由“压力”产生“电”的现象称为正压电效应。反之，如果具有压电效应的晶体置于外电场中，电场使晶体内部正负电荷中心位移，导致晶体产生形变。这种由“电”产生“机械形变”的现象称为逆压电效应。

高分子
高分子是指其分子主链上的原子都直接以共价键连接，且链上的成键原子都共享成键电子的化合物。

3 晶体结构缺陷
晶体结构缺陷
通常把晶体点阵结构中周期性势场的畸变成为晶体的结构缺陷。

点缺陷
点缺陷亦称为零维缺陷，缺陷尺寸处于原子大小的数量级上，即三维方向上缺陷的尺寸都很小。点缺陷包括空位、间隙质点、杂志质心和色心等。

线缺陷
线缺陷也称为一维缺陷，是指在一维方向上偏离理想晶体中的周期性、规则性排列所产生的缺陷，即缺陷尺寸在一维方向较长，另外二维方向上很短。如各种位错。

面缺陷
面缺陷又称为二维缺陷，是指在二维方向上偏离理想晶体中的周期性、规则性排列而产生的缺陷，即缺陷尺寸在二维方向上延伸，在第三位方向上很小。如晶界、表面、堆积层错、镶嵌结构等。

体缺陷
体缺陷亦称为三维缺陷，是指在局部的三维空间偏离理想晶体的周期性、规则性排列而产生的缺陷。如第二相粒子团、空位团等。

热缺陷
热缺陷称为本征缺陷，是指由热起伏的原因所产生的空位和（或）间隙质点（原子或离子）。热缺陷包括弗伦克尔缺陷和肖特基缺陷。弗伦克尔缺陷是质点离开正常格点后进入到晶格间隙位置，其特征是空位和间隙质点成对出现。肖特基缺陷是质点由表面位置迁移到新表面位置，在晶体表面形成新的一层，同时在晶体内部留下空位，其特征是正负离子空位成比例出现。

滑移
在外力作用下，晶体的一部分相对于另一部分，沿着一定晶面的一定晶向发生平移，使晶面上的原子从一个平衡位置平移到另一个平衡位置，此过程称为滑移。
滑移系统
一个滑移面和该面上的一个确定的滑移方向，构成一个一个滑移系统，以（h k l）[u v w]来表示。

孪生
晶体塑性形变的另一种机制是孪生，即在外力作用下，晶体的一部分相对于另一部分，沿着一定的晶面和晶向发生切变，切变之后，两部分晶体的位向以切变面为镜面成对称关系。发生切变的晶面和方向分别叫孪晶面和孪生方向。变形后发生切变的部分和与其呈晶面对称的部分构成孪晶，其界面是共格晶面。

位错滑移
位错滑移是指在外力作用下，位错线在其滑移面（即位错线和伯氏矢量b构成的晶面）上的运动，结果导致晶体永久变形。

位错攀移
位错攀移是指在热缺陷或外力作用下，位错线在垂直其滑移面方向上的运动，结果导致晶体中空位或间隙质点的增殖或减少。

位错的线张力
线张力是一种组态力，定义为使位错线增加单位长度所需要的能量，所以线张力在数值上等于单位长度位错线的应变能，即T=W=αGb2。

固溶体
将外来组元引入晶体结构，占据基质晶体质点位置或间隙位置的一部分，仍保持一个晶相，这种晶体成为固溶体。

置换式固溶体
亦称替代固溶体，其溶质原子位于点阵结点上，替代（置换）了部分溶剂原子。

间隙式固溶体
亦称间隙型固溶体，其溶质原子位于点阵的间隙中。

非化学计量缺陷
按照化学中定比定律，化合物中的不同原子的数量要保持固定的比例，但在实际的化合物中，有一些化合物并不符合定比定律，其中负离子与正离子的比例并不是固定的比例关系，这些化合物称为非化学计量化合物。这是在化学组成上偏离化学计量而产生的一种缺陷。

色心
色心是由于电子补偿而引起的一种缺陷。一些电子体受到X射线、γ射线、中子或电子辐照，往往会产生颜色。

4 非晶态结构与性质
熔体，玻璃体
熔体或液体是介于气体和固体（晶体）之间的一种物质状态。熔体特指加热到较高温度才能液化的物质的液体，即较高熔点物质的液体。熔体快速冷却则变成玻璃体。

缩聚
由分化过程产生的低聚合物不是一成不变的，它可以相互发生作用，形成级次较高的聚合物，同时释放出部分Na2O。这过程成为缩聚。

硼反常现象

这种由于B3+离子配位数变化引起性能曲线上出现转折的现象，称为硼反反常现象。

混合碱效应
熔体中同时引入一种以上的R2O或RO时，粘度比等量的一种R2O或RO高，称为“混合碱效应”，这可能和离子的半径、配位等结晶化学条件不同而相互制约有关。

单键强度
通过测定各种化合物（MOx）的离解能（MOx离解为气态原子时所需要的总能量），将这个能量除以该种化合物正离子M的氧配位数，可得出M—O单键强度（单位是kJ/mol）。

晶子学说
玻璃结构是一种不连续的原子集合体，即无数“晶子”分散在无定形介质中；“晶子”的化学性质和数量取决于玻璃的化学组成，可以是独立原子团或一定组成的化合物和固体等微观多相体，与该玻璃物系的相平衡有关；“晶子”不同于一般微晶，而是带有晶格极度变形的微笑有序区域，在“晶子”中心质点排列较有规律，愈远离中心则变形程度愈大；从“晶子”部分到无定形部分的过渡是逐步完成的，两者之间无明显界线。

无规则网络学说
玻璃的结构与相应得晶体结构相似，同样形成连续的三维空间网络结构。但玻璃的网络与晶体的网络不同，玻璃的网络是不规则的、非周期的，因此玻璃的内能比晶体的内能要大。由于玻璃的强度与晶体的强度属于同一个数量级，玻璃的内能与相应晶体的内能相差并不多，因此它们的结构单元（四面体或三角体）应是相同的，不同之处在于排列的周期性。

5 表面结构与性质
弛豫表面
为使体系能量尽可能降低，表面上的原子常常会产生相对于正常位置的上、下位移，结果表面相中原子层的间距偏离体相原子层的间距，产生压缩或膨胀。表面上原子的这种位移称为表面弛豫。

重构表面
重构是指表面原子层在水平方向上的周期性不同于体内，但垂直方向的层间距离体内相同。

吸附表面
吸附表面有时也称界面。它是在清洁表面上有来自体内扩散到表面的杂质和来自表面周围空间吸附在表面上的质点所构成的表面。根据原子在基底上的吸附位置，一般可分为四种吸附情况，即顶吸附、桥吸附、填充吸附和中心吸附等。

表面偏析
表面的许多现象如催化、腐蚀、摩擦等，都与表面的组成和结构有关。不论表面进行多么严格的清洁处理，总有一些杂质由体内偏析到表面上来，从而使固体表面组成与体内不同。

固体表面力
晶体中每个质点周围都存在着一个力场。由于晶体内部质点排列是有序和周期重复的，故每个质点力场是对称的。但在固体表面，质点排列的周期重复性中断，使处于表面边界上的质点力场对称性破坏，表现出剩余的键力，这就是固体表面力。

范德华力
分子引力，一般是指固体表面与被吸附质点（例如气体分子）之间相互作用力。

粘附功
是指把单位粘附界面拉开所需的功。

       6 相平衡和相图

凝聚系统
没有气相或虽有气相但其影响可忽略不计的系统称为凝聚系统。

相
系统中具有相同物理与化学性质的完全均匀部分的总和成为相。

组元
系统中每一个能单独分离出来并能独立存在的化学纯物质称为组元。

独立组元
足以表示形成平衡系统中各相组成所需要的最少数目的物质（组元）成为独立组元。

自由度
在一定范围内，可以任意改变而不引起旧相消失或新相产生的独立变量称为自由度。

可逆与不可逆多晶转变
多晶转变根据其进行的方向是否可逆，分为可逆的转变和不可逆的转变两种类型。可逆转变又称为双向转变，不可逆转变称为单向转变。

独立析晶
独立析晶通常是在转熔过程中发生的，由于冷却速度较快，被回吸的晶相有可能会被新析出的固相包裹起来，使转熔过程不能继续进行，从而使液相进行另一个单独的析晶过程，这就是所谓的独立析晶。
7 基本动力学过程——扩散
扩散
扩散是物质内质点运动的基本方式，当温度高于绝对零度时，任何物系内的质点都在做热运动。当物质内有梯度（化学位、浓度、应力梯度等）存在时，由于热运动而触发（导致）的质点定向迁移即所谓的扩散。

稳态扩散与非稳态扩散
稳态扩散的特征是空间任意一点的浓度不随时间变化，扩散通量不随位置变化；非稳态扩散的特征是空间任意一点的浓度随时间变化，扩散通量随位置变化。

稳态扩散
在扩散系统中，若对于任一体积元，在任一时刻流入的物质量与流出的物质量相等，即任一点的浓度不随时间变化，则称这种状态为稳态扩散。

本征扩散与非本征扩散
本征扩散是由本征点缺陷（即热缺陷）引起的扩散；非本征扩散是由非本征点缺陷引起的扩散，又包括掺杂点缺陷和非化学计量化合物两种情况。

自扩散与互扩散
自扩散是指不伴有浓度变化的扩散，与浓度梯度无关，只能发生在纯金属或均匀固溶体中；互扩散是指伴有浓度变化的扩散，与浓度差有关。

克肯达尔效应
由于多元系统中各组元扩散速率不同而引起的扩散偶原始界面向扩散速率快的一侧移动的现象称为克肯达尔效应。
8 材料中的相变
一级相变
在临界温度、临界压力时，两相化学位相等，但化学位的一阶偏导数不相等的相变。

二级相变
相变时化学位及其一阶偏导数相等，而二阶偏导数不相等的相变。

扩散型相变
在相变时，依靠原子（离子）的扩散来进行的相变成为扩散型相变。

非扩散型相变
相变过程不存在原子（离子）的扩散，或虽存在扩散但不是相变所必需的或不是主要过程的相变即为无扩散型相变。

共格应变能
对于大多数晶态固体来说，其点阵常数总是随成分而改变的，如果这种固溶体发生调幅分解时，点阵保持共格，必须使点阵发生弹性畸变而引起应变能。

比体积应变能
由切变产生的应变能与由体积变化产生的应变能之和。
10 烧结
烧结
压制成型后的粉状物在低于熔点的高温作用下，通过坯体间颗粒相互粘结和物质传递，气孔派出，体积收缩，强度提高，逐渐变成具有一定的几何形状和坚固整个的过程。

初次再结晶
是指从塑性变形的、具有应变的基质中，生长出新的无应变晶粒的成核和长大过程。

二次再结晶
正常的晶粒长大是晶界移动，晶粒的平均尺寸增加。如果晶界受到杂质等第二相质点的阻碍，正常的晶粒长大便会停止。但是当坯体中若有大晶粒存在时，这些大晶粒变数较多，晶界曲率较大，能量较高，使晶界可以越过杂质或气孔而继续移向邻近小晶粒的曲率中心。晶粒的进一步生长，增大了晶界的曲率使生长过程不断加速，直到大晶粒的边界互相接触为止。这个过程称为二次再结晶或异常的晶粒长大。

11 腐蚀与氧化
全面腐蚀
是常见的一种腐蚀，是指整个金属表面均发生腐蚀，它可以是均匀的也可以是不均匀的。

应力腐蚀（SCC）
是指金属材料在特定腐蚀介质和拉应力共同作用下发生的脆性断裂。

应力腐蚀开裂门槛值
一般认为当拉伸应力低于某一个临界值时，不再发生断裂破坏，这个临界应力称应力腐蚀开裂门槛值，用KISCC表示。

晶间腐蚀
是金属材料在特定的腐蚀介质中沿着材料的晶界发生的一种局部腐蚀。

氧化
广义的金属氧化是金属在一定温度条件下与环境介质O2（还有S2、Cl2、N2、C等）间发生化学反应而引起材料损耗的不可逆腐蚀过程。

12 材料的疲劳与断裂
疲劳破坏
材料或构件在交变应力（应变）作用下发生的破坏称为疲劳破坏或疲劳失效。

热疲劳
由于温度的变化形成的变动热应力引起的疲劳称为热疲劳。

氢腐蚀
材料在高温高压环境下使用较长时间后，有时在晶界附近能产生很多气泡或裂纹，从而引起构件的失效，这种不可逆损伤一般称为氢腐蚀。

希望大家都能考上号大学！

